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結果 （太陽電池特性パラメータのPIDストレス時間と温度依存性）

電荷蓄積タイプの電圧誘起劣化が生じた
n型単結晶シリコン太陽電池の温度特性

 屋外の太陽電池は60℃以上の高温になることも
あり、太陽電池の温度特性は重要。

 近年、高効率なn型単結晶シリコン太陽電池が
注目される。

 n型太陽電池も電圧誘起劣化 (PID)する。
 PIDが生じたn型太陽電池の温度特性は未解明。

電荷蓄積型PIDが生じたn型単結晶シリコン
太陽電池の温度特性を調べる。
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Komatsuら1 と
同様の方法

劣化を緩やかにす
るために、室温で
PIDストレスを印加

実験 （温度特性測定）

PIDストレス後、モジュールの温

度を高温装置で約85℃まで上
げる。

自然冷却中に、ソーラーシミュ
レータでI-V 測定を繰り返す。

その間、バックシートに添付し
たＴ型熱電対で温度計測

（Kasuら2と同じ方法）

図１各PIDストレス後の標準試験条件
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図２ PIDストレス前後の常温と高温
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図３ 各PIDストレス時間後のSTCにおける特性パラメータ

PID time (h) 𝑷𝑷𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 (%/℃) 𝑽𝑽𝐎𝐎𝐎𝐎 (%/℃) 𝑱𝑱𝐒𝐒𝐎𝐎 (%/℃) FF (%/℃)

0 −0.413 −0.286 0.0179 −0.158
0.42 −0.430 −0.296 0.0153 −0.165
1.5 −0.429 −0.296 0.0156 −0.163
3 −0.439 −0.302 0.0172 −0.170
7 −0.471 −0.320 0.0082 −0.180

13 −0.453 −0.306 0.0057 −0.169
20 −0.461 −0.307 −0.0012 −0.168

結論

PIDストレス時間ごとのn型単結晶シリコン太陽電池の各種特
性パラメータの温度依存性を調べた。PIDストレス後も𝑃𝑃maxの
温度係数は𝑉𝑉OCとFFの温度係数によってストレス前とほぼ同じ

ように決定されており、セルのシャント抵抗低下や再結合電流
の増加による劣化ではないことが示唆される。

𝑃𝑃max： 最大電力密度
𝑉𝑉OC： 開放電圧
𝐽𝐽SC： 短絡電流密度
𝑉𝑉pm： 最大電力電圧

𝐽𝐽pm： 最大電力電流

密度
FF： Fill Factor

ストレス時間：
25 min, 1.5 h, 3 h, 
7 h, 13 h, 20 h

図４ 各PIDストレス時間後の特性パラメータの温度依存性

モジュールを装置から出し、自
然冷却
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